Anwendungsschaltung fiir SatCom im Bereich 4,4...5 GHz

Die hier zum Zwecke der Inspiration vorgestellte Schaltung verwendet zwei Gerdite, die liber einen Wilkinson-
Kombinator in einer symmetrischen Konfiguration laufen.
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Dieses Anwendungsbeispiel
beschreibt die typische Leistung,
die erreicht wurde, und beleuch-
tet, was bei der Bewertung der
Anwendungsvorrichtung erwar-
tet werden kann.

Die wichtigsten Merkmale:

* Frequenzbereich 4400 bis
5000 MHz

* iber 14 dB Kleinsignal-
verstarkung

» tiber 50% Drain-Wirkungsgrad

* 50 W gesiittigte
Ausgangsleistung

» weniger als 3% EVM unter
6 dB PAPR OQPSK-Signal

Das Ziel des Entwurfs war es,
eine Anwendungsschaltung fiir
taktische Funkgerite zu finden,
die mit einem Signal mit kon-
stanter Amplitude wie OQPSK
optimal umgehen kann. Insge-
samt wurde die erforderliche
Spitzenleistung auf 47 dBm
festgelegt, um eine durchschnitt-
liche Ausgangsleistung von etwa

43 dBm iiber das gesamte Band
zu ermdglichen.

Die Schaltung wurde auf einer
Rogers-R0O4350-Aluminium-
platte montiert und verwendet
zweimal den CGHV1F025S,
ein 25-W-Bauelement mit einem
Kunststoffgehduse vom Typ
DFN fiir oberflichenmontierte
Anwendungen. Auf der Platine
sind Breakout-Pfade vorhan-
den, um ein einzelnes Gerat fiir
Anwendungen zu betreiben, die
eine geringere Ausgangsleistung
erfordern, s. Aufmacherbild.

Beim Test mit einem QPSK-
modulierten Signal mit 4,75 dB
Spitzenwert zu durchschnitt-
licher Leistung (PAPR) zeigt die
Evaluierung des Geréts einen
guten EVM von unter 2% bei
einer durchschnittlichen Aus-
gangsleistung von 43 dBm. Die
Messergebnisse sind in den vier
Abbildungen zu sehen.

Insgesamt arbeitet das Gerét
im Frequenzbereich von 4400
bis 5000 MHz und kann iiber
47 dBm Ausgangsleistung iiber

das gesamte Band liefern, wie in
einer weiteren Abbildung darge-
stellt. Die Leistungsverstarkung
betrégt tiber 11 dB bei einem
Drain-Wirkungsgrad von iiber
50%. Dies ermdglicht den CW-
Betrieb mit Spitzenleistung bei
einer Gehdusetemperatur von
bis zu 65 °C. Unter typischen
Betriebsbedingungen mit QPSK
kann der Baustein bis zu einer
Gehéusetemperatur von 85 °C
betrieben werden.

Man sieht in den Diagram-
men, wie gut die gemessenen
und modellierten Werte fiir die
groflen Signalparameter tiber-
einstimmen.

Der Entwurf wurde in National
Instruments AWR Design Envi-
ronment unter Verwendung
von Cree‘s proprietirem Grof3-
signal-Transistormodell fiir
den CGHV1F025S durchge-
fithrt. Alle fiir den Entwurf
verwendeten Komponenten
wurden mit der Modelithics-
Bauteilbibliothek modelliert,
um die Auswirkungen der Pad-
Parasitics zu beriicksichtigen. «
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